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Abstract (en)
Synthesizing a graphene sheet (15) on a platinum silicide, comprises forming a stack by depositing a layer (C1) (12) of diffusion barrier material
on a substrate (11), depositing a layer (C2) of a carbonaceous material on the layer (C1), depositing a layer (C3) (14) of platinum on the layer
(C2) and optionally depositing a layer (C4) of a material on the layer (C3), and thermally treating the stack, where: the carbonaceous material
comprises silicon; and a ratio of number of platinum atoms present in layer (C3) and number of silicon atoms present in layer (C2) or (C4) is >= 2.
Synthesizing a graphene sheet (15) on a platinum silicide of formula (Pt xSi), comprises forming a stack by depositing a layer (C1) (12) of diffusion
barrier material on a substrate (11), depositing a layer (C2) of a carbonaceous material on the layer (C1), depositing a layer (C3) (14) of platinum on
the layer (C2) and optionally depositing a layer (C4) of a material having a structure of formula (Si aC bH c) on the layer (C3), and thermally treating
the stack, where: the carbonaceous material comprises silicon; and a ratio of number of platinum atoms present in the layer (C3) and number of
silicon atoms present in the layer (C2) or layer (C4) is >= 2. x : >= 2; a : positive number; and b : zero or positive numbers. An independent claim is
included for a structure comprising the substrate, the layer (C1) of diffusion barrier material, the platinum silicide, where silicide is present in the form
of layers or pads spaced from each other, and the graphene sheet.

Abstract (fr)
L'invention concerne un procédé permettant de synthétiser un feuillet de graphène sur un siliciure de platine, ce siliciure de platine se présentant
sous la forme d'une couche ou d'une pluralité de plots. Ce procédé comprend : a) la réalisation d'un empilement par (i) dépôt d'une couche C1 d'un
matériau barrière de diffusion sur un substrat ; (ii) dépôt d'une couche C2 d'un matériau carboné sur la couche C1, ledit matériau carboné pouvant
comprendre du silicium ; (iii) dépôt d'une couche C3 de platine sur la couche C2 ; (iv) dépôt d'une couche C4 d'un matériau de formule Si a C b
H c sur la couche C3 lorsque le matériau carboné de la couche C2 est exempt de silicium ; et b) le traitement thermique de l'empilement obtenu à
l'étape a). Elle se rapporte également aux structures obtenues par ce procédé ainsi qu'aux utilisations de ces structures. Applications : fabrication de
dispositifs micro- et nanoélectroniques, de dispositifs micro-et nanoélectromécaniques, etc.
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